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1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den Internatlonalen vorlaufigen Frufungsbericht, der von der nnit der 

Internationalen vorlaufigen PrQfung beauftragten BehSrde nacli Artikel 35 erstellt wurde und dem Annnelder genaaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. H (an den Anmelder und das Internationale Euro gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabel handelt es sich urn 

M Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/oder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestlmmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die frOhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrQnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens ttber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 

Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinslchtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Formblatt PCT/lPEA/409 (Deckblatt) (April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP2005A)00500 



Feld Nr. I Grundiage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf 

H der internationalen Anmeldung in der Sprache, In der sle eingereicht wurde. 

□ einer Obersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der 

es sich um die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regein 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentllchung der Internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) 

□ Internationale vorlaufige Prufurig (nach Regein 55.2 a) undybder 55.3 a)) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine-Aufforderung nach-Artikel 14 hin vorgelegt wurdenrgelten Im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind itim nicfit beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-15 in der ursprunglich eingerelchten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-14 eingegangen am 18.10.2005 mit Sohreiben vom 17.10.2005 
Zeichnungen, Blatter 

1/3-3^ in der ursprQngllch eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, koxmen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung- 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1-14 

Nein: Anspruche 

Erflnderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 -1 4 

_ . _„ Nein: j?iDsprijGhe _ - ~ - 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-14 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Internationales Aktenzeichen 
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Ztj Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 



1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

' dT: US-A-6 028 345 (JOHNSON ETAL) 22. Februar 2000 (2000-02-22) in der 
Anmeldung erwahnt 

D2: EP-A-0 219 243 (MONOLITHIC MEMORIES, INC) 22. April 1987 (1987-04- 
22) 



2. Der Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Venwelse in Klammem 
beziehen sich auf dieses Dokument) : ein Verfaliren zur Herstellung eines 
Bipolartransistors mit hochdotierter extrinsisclier Basis (110), bei dem auf einem 
Halbleltersubstrat (102) eine Basisschlclit vorgeselien wird (108, 110), bei dem eine 
dotierte dielektrische Schicht (118) abgeschieden wird, bei dem in einem kontroilierten 
thermischen Schritt der Dotierstoff aus der dielektrischen Schicht in das 
Halbleitersubstrat eindiffundiert, wobei eine niederohmige dotierte extrinsische Basis 
(110) entsteht. 

2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten D1 
dadurch, daB die dielektrische Schicht undotiert abgeschieden wird, und nur danach ein 
Dotierstoff in diese dielektrische Schicht eingebracht wird. Der Dotierstoff (BF2) wird 
nach dem Aufbringen einer Implantationsmaske, so strukturiert daB in einem fur die 
spatere extrinsische Basis vorgesehenen Bereich eine Offnung verbleibt, eingebracht. 

2.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) POT). 

2.4 Die mit der voriiegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, daB die Probleme eines Abscheidens einer hochdotierten Schicht vermieden 
werden. 

2.5 Dokument D2 beschreibt (siehe D2, Seite 5, Zeile 14 bis Seite 6, Zelle 3) das 
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Abscheiden einer undotierten dielektrischen Schicht, die danach dotiert wird, urn als 
Dotierungsquelle fur das unterliegende Halbleitersubstrat zu dienen. Jedoch ist in D2 
die Schicht die als Dotierungsquelle dient, eine Hilfschicht, die anschlieBend entfernt 
wird. AuBerdem, dient die implantierte Dotierungsquelle aus D2 nicht zu Ausbildung 
einer extrinsischen Basis und der Dotierstoff ist nicht BF2. Daher ist es fur der 
Fachmann nicht naheliegend, durch eine Kombination der Dol<umente D1 und D2 ohne 
erfinderisch tatig zu werden, zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen. 

2.6 bahe'rl)eruht der Anspruch 1 aWeirierVrfinderischen tatigkeit (Artikel 33(3) PCt). 

2.7 Die Anspriiche 2-14 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Pat ent ansprxiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Bipolartransistors mit 
hochdotierter extrinsisclier Basis (EE) , 
5 bei dem auf einem Halbleitersubstrat (HLS) eine 

Basisschicht (BS) vorgesehen wird, 

- bei dem eine dielektrische Schicht (DS) schwach- oder 
undotiert auf der Basisschicht abgeschieden wird 

- bei dem eine Implantationsmaske aufgebracht und so 

10 strukturiert wird, dass in einem fur die spatere extrinsische 
Basis (EE) vorgesehenen Bereich eine Of fnung verbleibt 

- bei dem in die dielektrische Schicht nach dem Aufbringen 
der Maske ein Dotierstoff vom ersten Lieitf ahigkeitstyp 
eingebracht wird, 

15 - bei dem als Dotierstoff BF2 verwendet wird, 

- bei dem in einem kontrollierten thermischen Schritt der 
Dotierstoff aus der dielektrischen Schicht in das 
Halbleitersubstrat eindif f undiert , wobei eine niederohmig 
dotierte extrinsische Basis entsteht. 

20 

2 , Verfahren nach Anspruch 1 , 

bei dem als dielektrische Schicht (DS) eine Oxidschicht 
abgeschieden wird. 

25 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

bei dem in der dielektrischen Schicht (DS) ein Emitterf enster 
(EF) geoffnet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 
30 bei dem vor dem Einbringen des Dotierstoffs in die 

dielektrische Schicht (DS) der Emitter (E) durch Aufbringen 
und Strukturieren einer polykristallinen, mit einem 
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Dotierstoff vom zweiten Leitf ahigkeitstyp dotierten 
Emitterschicht iiber dem Emitterf enster (EF) erzeugt wird. 

5 . Verf ahren nach Anspruch 4 , 

bei dera die Striakturierung der Emitterschicht mit einer 
photostrukturierten Lackmaske erfolgt, die auf dem Emitter 
(E) verbleibt und spater als Implant at ionsmaske zum 
Implantieren des Dotierstoffs in die dielektrische Schicht 
verwendet wird. 

6. Verf ahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

- bei dem zur Herstellung des Halbleitersubstrats (HLS) in 
einem mit einem Dotierstoff vom zweiten Leitf ahigkeitstyp 
dotierten Halbleiterwaf er (HLW) aktive Transistorbereiche 
(TB) definiert und durch Oxidbereiche (OB) elektrisch 
isoliert warden und 

bei dem ganzflachig eine mit einem Dotierstoff vom ersten 
Leitf ahigkeitstyp schwach dotierte Basisschicht (BS) 
epitaxial aufgewachsen wird. 

7. Verf ahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 

bei dem im Halbleiterwaf er (HLW) im aktiven Transistorbereich 
(TB) eine mit einem Dotierstoff vom zweiten Leitfahigkeitstyp 
dotierte vergrabene Kollekt or schicht (VK) durch Implantation 
erzeugt wird, die zum elektrischen Anschluss des Kollektors 
dient . 

8. Verf ahren nach einem der Anspruche 1-7, 

bei dem zum Einbringen des Dotierstoffs in die dielektrische 
schicht (DS) BF2 implant iert wird. 

9. Verf ahren nach einem der Anspruche 1 -7, 
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bei dem man BF2 aus der Gasphase in die dielektrische Schicht 
(DS) eindif fundieren laSt . 

lO.Verfahren nach einem der Anspruche 4-8, 
5 bei dem die Emitterschictit mit Arsen dotiert wird, 

bei dem wahrend der Eindiffusion des Dotierstoffs in die 
Basisschicbt (BS) auch Arsen aus dem Emitter (E) in einen 
Oberflachenbereich der Basisschicht (BS) eindif fundiert . 

10 ll.Verfahren nach einem der Anspruche 4-9, 

bei dem die dielektrische Schicht (DS) nach dem Strukturieren 
der Eraitterschicht und nach der Ausdiffusion des Dotierstoffs 
in freiliegenden Bereichen durch Atzen entfernt wird. 

15 12.Verfahren nach einem der Anspruche 1-10, 

bei dem ein n-dotierter Halbleiterwaf er (KLW) bereit 
gestellt wird 

- bei dem ganzflachig eine p-dotierte Basisschicht (BS) 
epitaxial auf dem Halbleiterwaf er aufgewachsen wird 

20 - bei dem auf der Basisschicht eine dielektrische Schicht 
(DS) schwach- oder undotiert aufgebracht wird 

- bei dem in der dielektrischen Schicht ein Emitterf enster 
(EF) geoffnet wird 

- der Emitter (E) durch Aufbringen und Starukturieren einer 
25 As-dotierten polykristallinen Emitterschicht uber dem 

Emitterf enster erzeugt wird. 

- bei dem mit Hilfe einer Implantationsmaske in die 
dielektrische Schicht BF2 als Dotierstoff eingebracht wird, 

- bei dem man in einem kontrollierten thermischen Schritt 
30 Bor aus der dielektrischen Schicht in die Basisschicht im 

Bereich der extrinsischen Basis (EB) eindif fundieren lasst, 
wobei diese niederohmig wird, und gleichzeitig Arsen aus dem 



GEAENDERTES BLATT liljfr??® 



^ - J« . .„„... . 

^Printed: 1 6t06^2006 \ 




'022 6 WO 



[PGT7EP05/005;Qq^^ 



PCT/EP2 005/000500 



4 



Emitter durch das Emitterf enster in einen oberen Bereich. der 
Basisschicht (BS) eindif f undiert • 

13^Verfahren nach Anspruch 12, 
5 bei dem als Implant at ionsmaske eine liber einer Oxidschicht 
liber dem Emitter (E) aufgebrachte Photomaske verwendet wird, 
wobei diese Photomaske vorher bereits zur Strukturierung der 
Emitterschicht eingesetzt wurde. 

10 14.Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, 

bei dem der Kollektoranschluss Tiber eine n+-dotierte Buried 
Layer erfolgt und bei dem liber dem Emitter und im Bereich der 
extrinsischen Basis der jeweilige Halbleiter freigelegt und 
metallische Kontakte daruber erzeugt werden. 



15 
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